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構造を規定した有機ナノ界面構築の一つの手段として、化学結合手を持たない基板上へのエピ

タキシャル成長があげられる。本発表では、プリンテッドエレクトロニクスに用いる有機半導体

の伝導機構を調べるために研究してきた厚さ単分子層の配向制御した結晶薄膜を得る手法と超薄

膜の配向評価法について紹介する 1)。 

有機半導体結晶の対称性は一般に低いので、対称性の低い表面を用いる必要がある。我々は微

傾斜カットしてアニールによりステップをバンチングさせた√3×√3Bi 終端－Si(111)を用いてペ

ンタセンの配向を行った 2)。同じ表面を用いて DPh-BTBT 
3) の配向を試みたところ、配向に必要

なステップの高さが異なっていた。ペンタセンの場合には、２nm のステップ高さがあればステッ

プに沿って結晶を配向させることができたが、DPh-BTBT 
3)の場合は 10 nm のステップ高さが必要

であった。その理由として、ステップバンチングによって生じる高指数面（Si(331)面と考えてい

る）から配向した結晶核発生が起こり、Bi-Si 高指数面の結晶格子と分子格子との整合の良し悪し

によって必要なステップ高さが異なるというモデルを提案する（facet nucleation model; 図１）。配

向の決定には反射高速電子線回折、表面 X 線回折に加えて AFM を利用した transverse shear 

microscopy (TSM) 
4)

 を用いた（図２：二配向、図３：一配向、矢印はスキャン方向）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図１            図２           図３ 
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